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При взаимодействии частиц с твердым телом возникает множество физических процессов, такие как: ионная имплантация, люминесценция, рентгеновское излучение, зарядовые обмены, которые оказывают большое влияние на вещество. Одним из процессов является ионное распыление. Оно было впервые открыто в середине XIX века [1] и применяется в микроэлектронном производстве для напыления тонких пленок, травления рельефа, получение атомарно чистых поверхностей исследовании поверхностей [2] и многом другом. Поэтому понимание процессов, которые происходят при взаимодействии частиц с твердым телом крайне важно. А для этого необходимо знать основные законы угловых распределений частиц.
В данной работе проводится проверка основополагающей теории – теории Зигмунда [3-5], гласящей, что коэффициент распыления зависит от угла распыления следующим образом:
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Многочисленные эксперименты показывали, что распыление подчиняется этому закону. Однако, все эти эксперименты были проведены при энергиях до 10 кэВ. Более того, в формуле, хоть и неявно, но очевидно присутствует зависимость от массы, что так или иначе должно влиять на результаты. 

Для проведения экспериментов была выбрана хорошо отполированная мишень германия, которая облучалась ионами Ar+ при энергиях 80, 200, 250 и 300 кэВ. Анализ распыленных частиц был проведен с помощью коллекторной методики. Количество распыленных атомов германия определяли с помощью резерфодовского обратного рассеяния[6],[7], который был получен и обработан отдельно для каждой точки. После обработки были получены угловые распределения частиц.
После обработки результаты сошлись с теорией Зигмунда, в области низких энергий.  Однако при энергиях больше 100 кэВ коэффициент n, стоящий в степени косинуса вопреки теории начал убывать с ростом энергии [8] хотя и остался в пределах 1≤n≤2: n80 = 1,61; n200 = 1,21; n250 = 1,23; n300 = 1,47

Предположительно, данный эффект мог возникнуть в результате некоторого внутреннего структурного преобразования. При этом, развитие рельефа при ионной бомбардировке не произошло. В работе приведены данные атомно силовой микроскопии. 
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